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OZET

Bu yazida monastabil multivibratér kksaca tanim-
lanmakta, temel deme ele alinarak gelistirilmekte,
en kotii kosullara gére adim adim hesaplama yolu
ac¢iklanmaktadir.

Ayrica, eslenik (komplementerj transistorlu, <j-
lem yiikselte¢li ve sayisal (digital) elemanlarla
yapilan monostabil multivibratérler tizerine bilgi-
ler verilmektedir.

SVMMARY

in this article monostable multivibrator is presen-
ted shortly, developed starting /rom the main form
and step by step 1calculation techniyue is given
Jor toorst condition.

Also the information on monostable multivibrators
contruscted using camplementary transistors, ope-
rational amplifiers and digital elementi are given.

1. TANIMLAMA VE UYGULAMADAKIi YE-
Rt

Asagida kisaca MV olarak gosterilecek olan

rnonostablii multivibratoriin, bir kararli bir de

kararsiz konumu vardir. Kararsiz konum giris-

teki bir tetikleine darbesi ile baslar, ¢ikistaki

t,, darbe siresini ise MV belirler. Tek darbe
1A

verme iizerine yapilan, tetiklenen iirete¢ tanim-
lamasina monovibratdr, tnivibrator adlar1 daha
uygun diiser, bir diger adi da monofloptur. Ci-
kis darbesinin yiiksekligi de MV'iin belirledigi
bir durum oldugundan tetiklenen gerilim verici
olarak adlandirilabilir ve bu tiir kullanilabilir.
Aynca c¢ikig, darbesinin baglangic1 giristeki te-
tikleme darbesi ile hemzaman oldugu igin, dar-
be geciktirici ve frekans boliicii [1] olarak kul-
lanilir. Genel devre ig¢in gegerli bir tanimlama
MV'i iki kath c¢apraz kuplajh, dogru akim ve
alternatif akim geri beslemeli bir yiikselte¢ ola-
rak verir.

Uygulama alanlari: Darbe genisligi vericisi, darbe
geciktiricisi, frekans béliiclisii, geniim vericisi,
¢ikisinda bir entegrator olmasi halinde frekans .
gerilim ¢evli igisi, kumanda edilebilen darbe
sireli darbe genisligi modiilatérii  olarak
kullanilabilir.

2. GERt BESLEMESIZ MV

Calisma sekli ve devresi (Sekil 1), giris igareti
tetiklenen bir anahtarlama yiikselteci (T” ve bu-
nun bir RC yiiksek gecgirgen lizerinden kuman-
da ettigi ¢ikis anahtarlama yiikselteci (T,) zin-

* Elektronik dergisinden, S. 4, 1971, cevrilmis-
tir.
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Seldi 1. tki 1C Kkuplajii anahtarlama katindan
olusmus monostabil multivibratoriin en basit bi-
c¢imi Rg geri besleme yolu kesikli cizgiyle ve-
rilmistir.

cirleme devreleri olaiak ele alindig1 zaman ko-
laylikla anlasilabilir ve degisimleri tasarlanabi-
lir. Rg tizerinden yapilan dogru akim geri bes-
lemesiyle (kesiklik ¢izgili) genel devre elde edi-
lir. Darbe siiresi (monoflop veya gecikme zama-
n1) ty 'min baslamasindan 6énce Ug = O V, T
kapali, T, agik ve zaman kondansatorii C ,

dolmustur. Ug pozitif olunca (darbe biiyiikligi
~> 0,7 V) T, agilir, toplayici gerilimi OVa eliiser
ve T,'nin tabaninda negatif bir darbe mey-¢lana
gelir. T, kesime geger ve Cy , | taraft OV'a
¢ekildiginden bir e-fonksiyonuna goére Kkarsit
yonlil yiiklenir.

Bu yone yiiklenme 2 tarafi, T,'ye, I taban
akimi gelebilecek kadar pozitif olunca durur.
Toplayici gerilimi U heniiz geri besleme ol-
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madigindan, yavag yavas Uy'den OV'a diger.

Bu darbe siiresi ty; 'nin sonu, yani g¢ikig darbe-

sinin negatif (geri) diigiisii olur. T, transistoru,

girig gerilimi Ug O V'a geri dondiigli zaman (giris

darbesinin geri disiigli), yani T, 'in kesimde

olmasi ve C 'nin tekrardan -baslangi¢ degerine
M

dolmasi halinde yeni bir ¢ikis darbesi verebilir.
Akim yolu: Uy~ Re— Cy -taban- toplayici (T,) -
OV olur. Bunun i¢in geri dolma ya da yenilenme
siiresi (recovery time) tp ge¢cmelidir.

'nin durumu kesikli ¢izgi
Sekil3'teU  ve »
E CE2
ile gosterilmistir.

Devrenin Sakincalari:

1. Giris darbesinin geri ' diisiisi, darbe siire
sit'nin bitiminden 6nce gelirse, ty; kisalir.

2. Girig darbesinin hizli degisimleri ¢ikis dar-,
besine tasinabilir, 6zellikle t y; 'nin bitiminden az

onceki siireler ¢ok kiritiktir. Cikista ¢oklu dar

beler ve dolayisiyla hatali bilgi meydana gele

bilir.

3. Cikis darbesinin negatif (geri) disiisiiniin
dikliginin az olmasi.

Sekil rdeki devre, bu sakincalarin etkilerinin
distliniilmedigi, 6rnegin T, anahtarlama katinin
ayni zamanda bir multivibratoriin ¢ikis kati ol-
mas1 ve belirli zaman programina gore ¢alismasi
gibi durumlarda kullanilabilir. [2]'de verilen bir
devrede T, yerine bir diyot ge¢idi kullanilmistir.
T, ise ek bir transistorle, geri diisiisiin diklesmesi
icin bir Schmitt tetlkleylclsi olarak
genisletilmistir.

3. AYNI YONLU TRANSISTORLU MV'UN
DEVRESi 1

Bu devre, bazielemanlarla tamamlanmig olan

Sekil 2'deki devreye Ry geri besleme direncinin
eklenmesinden olusmustur. Eski, genellikle Ge
transistorlu devrelerdeki kondansator koprili
ortak yayict direnci [3] kaldirilmistir. Simdiki
normal Si diizlemsel transistorlerle, kesim
akimlar1 Ge transistorlere gore pek kiigiik
olduklarindan, Ty doyum gerilimi Uy, (genellikle
1<0,3 V) ile kolaylikla kesime gegirilebilir. R 'e
parelel bir hizlandirma (speed-up) kondansatorii
pek nadiren gerekli olur. Bir devreyi, gereginden
daha hizli (yliksek frekansli) yapmak, karistirici
darbelere karsi hassasiyeti de arttiracagindan iyi
bir yontem degildir. -D ¢ diyodu caligma ilkesi
olarak gerekli degildir. Ancak darbe siiresi ty
'nin degismezligini énemli Sl¢iide, yaklasik 10
faktorii kadar, diizeltir (Bak: Bolim 6). Her
MV'iin bir tetikleme devresi vardir. Bu Sekil 2'de
negatif darbeler i¢in verilmistir.

Sekli Z. Biri agikken, digeri kapali olan aym
yOnlii transistérlerle yapilan monostabil multi-
vibratoriin temel devresi. D dlyodn darbe siiresi
t.vt 'nin degismezligini diizeltir. Kesikli ¢izgiyle
verilen elemanlar (diger bazi diizeltmeleri
getirirler.

3. 1. Calismasi, zaman diyagrami (Sekil 3) :

Darbe siiresi ty ve geri dolma siiresi t temelde
Sekil l'de gosterildigi gibidir. Farklar soyledir :
Cp,RyI>p, girigli  tetikleme devresiyle ty
siiresinde E girisine gelen tetikleme darbeleri t y
darbe siiresini etkileyemezler. R, direnci D, dI-
yodunu, U « Uy, olacak gekilde T,'nin toplayict

gerilimiyle kesime gotiiriir. Ancak t y; siiresi so-
nunda artik U ¢g < 0,3 V oldugundan, D 1 yeniden
iletime geger ve C 1 dolabilir .Ucg, 'nin negatif
(geri) diislisii geri beslemeyle Onemli o6lgiide
diklesmistir. C, 'nin yenUenme siiresi tg
kendiliginden t,,'nin bitiminde baslar, t esna-

sinda girig tetikleme darbeleri gelirse, darbe

siiresi t  bu kez kisalir (Bak: Boliim 4.3.).

M
C 'ye paralel bir kondansatorle D 1 diyodunun
kesimi t siiresi esnasinda daha uzunca sagla-

nabilirse de, t . esnasinda dik tetikleme darbe-
M

lerinin gelmesi durumunda E girisinden A ¢iki-
sina atlama tehlikesi belirir.

3. 2. Devrenin ekleri :

Sekil 2'de kesikli ¢izgiyle verilen ekler, temel
devrenin bazi olumsuz yanlarin1 gidermekte,
U c¢ikis geriliminin pozitif yiikselisinin daha
dik olmasi ve |, | ¢ikiglarinin yiiklenilebilir-
liklerinln daha da artirilabilmesi elde edilmekte-
dir.

Temel devrede U 'in pozitif ¢ikisi, geri dol-
ma akiminin R 'de meydana getirdigi gerilim
diisiimii yiiziinden yavas olur (e-fonksiyonu) . A,

ElektriK Miihendisligi 192



"

"CE2
'*B1**C2

"«1
ilb

"CER1i

<M

Sekli 3. Sekil 2Meki temel devreye gore zaman
diyagrami. Gerillm-zaman degisimleri biraz ide-
allze edilmislerdir. Uygulamada sonlu ¢ikis dik-
likleri ve gecislerde bUkUlmeler vardir.

Diyagram Sekil 1 (geri beslemesiz) icin de,
Ug 'nin kesikli ¢izgiyle gosterilen durumu igin
gecerlidir.

pozitif), C, tam
anlamiyla geri dolamaz; C,
degil, sadece U ile

¢ikist OV'a

yiiklenirse (I
em 'min | tarafi Ug'ye

'e kadar gelir. Bunun 6niine
Al silir. A” ¢ikiginda ayni tedbi-
rin almmasiyla MV'%in c¢aligmasinin,
ozellikle kapaaltif yiiklenmelerle bozulmasi
onlenir. Temel devrede boylelikle tetikleme
darbesinin sonmesinden sonra yeniden kararh
konuma doniiliir. A, ve Aj ¢ikislarindaki etkin
i¢ diren¢ T , T, transistorlerinin kesimi halinde
yiiksek direng' 11 goziikiir (Ra; veya R>,4, ), ayni
durum iletim deki transistorlerm pozitif yiik
akimlar1 1 igin de gecgerlidir. Negatif yiik
akimlar1 iginse" direng kiigilmiis olur. (Dy,
diyotlannui iletim direnci + toplayict - yayict '
direnci) . Tranststor-lerde c¢ikis, gerilimleri
U=U +U>0V

ve D

. ., A12 CERT 4~
tur. S1 diy otlarla bu yaklasik 0,9 V olur.
VAL2 =«°-*V" diigiilebiimesi i¢in D, i¢in Ge
diy odlar kullanilmalidir. v

A,, ANdeki yiiklerle MV arasindaki dekuplaj ted-
birleri olarak; yayicu takip¢i kati, tamamlayici
¢evirme (inverter) katlar1 ve [I] 'de anlatilan
«collector-clampingy yollan kullanilabilir.

ty'In baalangcinda T,'de U bir Upt0,7 V'luk

kesim gerilimi olduguna dikkat edilmelidir. b -~

Vo @tltoleranslar!) ile U >~ 5V

yani Si diizlemsel transistorlerinin genel U
kesini gerilimlerinden biiyiik olabilir. C6ziim ola-
rak Dy korunma dlyodu ve R direnci konu-

lur.

4. TEMEL DEVREDE DEGERLERIN EN
KOTU KOSULLARA GORE BELiRLENMESi

En koti kosullara gore belirleme igin elemanlarin,
caligma akim ve gerilimlerinin en uygun olma-
yan sapma degerleri kabul edilmelidir. Ancak
Icso kesim akimlari g6ézoniine alinmiyacak-tir.
Bugilinkii Si diizlemsel transistorlerde sinir
halleri (¢ok kii¢iik ¢alisma akimlari, yiliksek
1s1) diginda bunlarin etkileri yoktur. Agagidakl

sonuglar diger multi"ibratér ve basit anahtarla-
ma katlarinin statik tayini i¢in de gegerlidir.

4. 1. Darbe suaresi (monoflop suresi)
d)
Tp Ry M

Dogru deger genellikle elemanlarin toleranslari
dolayistyla ayarlanmalidir. (Rp, ile yapilmasi
daha uygundur.) Daha dogru olan bir egitlik
(11) ilk tasarimda belirlenen degerin yeniden
hesaplanmasi i¢in kullanilir. Cy; genis, bir alao
icinde » InF — 1"Ftuyp) serbestge segilebi-
lir. Rp, statik kosullarla belirlenir ve ilk 6nce
hesaplanmalidir.

4.2. Taban direnci Rg,

Temel kosul : Kararli konumda (bekleme hail)

T, kesinlikle doyuma gitmis, yani U < 0,3 V

olmalidir. Boylelikle T, kesinlikle kesim "halinde

olur, aksi halde MV kararsizlasir. Ayrica galis-

madaki emniyetin artmasi da elde edilir R

minimum siikiinet akimi I 'u belirler. Bu
02 min

ise en biiyiik toplayici akimi
! 'la belirlen

LE1)

mistir.
* b max (2)

+ I

C2 m»x R «Cami

yiikk akimi bekleme siiresi sirasinda -T
C 2

acik- baglanan yiikle belirlenir. Yiik kapasitif
ise ilk ac1s akimi gézoniine alinmalidir. Sayisal

ornek igin I 5mA alalim.

A20la

Degerlerin belirlenmesinde gozoniine  alimacak
noktalar: R*, 1, esnasinda (T, kapali) A,'ye
bagl yiik igin kaynak direncidir. Ayrica R
Rp, Ueserioprak 1, esnasinda (T, acik), T i¢in
taban akimini verir. Burada ¢ikis darbesinin
genligi ANde (yiiksiiz durum) yaklasik *B 1' "B
1’*C ™ belirlenir.
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Dolayisiyla R alcak direngli, 0,5 -
rinda olmalidir. Sayisal 6rnek igin R
=lkj}+%5 secilsin. Kaynak geriliminin serbestce
secilebilmesi halinde, Uy'nln yiiksek degerleri
icin (U,>OV), darbe siiresi ty 'nin degismezligi
diizeltilmis olur, ancak Bolim 3.2.'de agiklandig1
gibi Tj'nin taban-yayici kesim geriliminin asilmis
olmasi olumsuz bir durumdur. Sayisal 6rnek igin
Ub,nm = **V'"Ybmax = 6,5 V alalm. T,'nin ge-rekli
en bliyiikk akimi igin

=m .l /B (©)

X 2 C2m»x 2min

civarla-

bulunur.

Burada m dagilim faktoriidiir, ortalama degeri
5-10 arasindadir. Biyiik dagilim faktori statik
emniyeti ve arizalanma duyarliligimi diizeltmekle
beraber (6rnegin Uy'nin gerilim diigiimleri igin),
anahtarlarim siirelerinin, 6zellikle translstorlerin
depolama zamanlarmin uzunlugu olumsuzlugunu
da beraberinde getirir. Sayisal 6rnek i¢in nu=5
alinsin. (3) egitllginde B,”, T,'nin dogru akim
kazanci i¢in en diisiik dagilim degeridir. BC 107 B
transistoru i¢in karakteristik formlarindan
Bomin =2t =105 2o ¢ e pylunur. Iy, ve
Ic, aymi kaynak gerilimi ile belirlendiklerinden,
Upmn veya Upnmy 'tan hangisinin kullanilacagi pek
acik degildir. Dolayisiyla

(4)
ve (2) ve (3) esltlikleriyle
, U —u
- binin BE2 max
m
B
(©)

Bimin bmin A2max

bulunur.

U-,_ igin orta 1s1 ve akimlarda (!,, »0,1—1OmA)
B&i Kt

Si transistorlerde 0,6 - 0,8 V arasi bir dagilim bol-
gesi alinabilir.
(5) esitligine uygun degerler konursa, Rp

1i21B-1Q
icin 15,2 kjj'luk bir deger bulunur ve standart
deger olarak 15 Hfj alinir.

Genel yuvarlak bir hesaplama i¢in  asagidaki
yaklasik formiil kullanilir :

B Rp,=(0,4....0,8) —
. R, > (©)

R ,D diyot-direng baglantisi durumunda T2
A2 A2

ayrica U. /R, akimi ile de yiiklenir.
D

AZ

4. 3. Geri dolma veya yenilenme suresi ty :

» 'nin bitiminden sonra, G,
M

yeni bir dartie stiresi ty; i¢in geri dolar '
Belirleme islemi i¢in :

takip eden

@)
esitligi kullanilir.

AU¢ *«Uy—U;, (t), kondansator gerilimi U, 'nin

U. son degerinden saptig1 degerdir. "!",, n* R* C
o K o ™M

geri dolma zaman sabitesidir. Teorik olarak t
R.

geri dolma siiresi AU- = O i¢in sonsuzdur, uygu-
lamada AU /U, = % 0,5'lik bir sapma igin ge-1

(1) ve (7)'den geri dolma siiresit  /darbe si-

resi t . . )
Mdolmanin genellikle bitmig oldugu kabul

edilir, »'den geri do orani igip :

A ° .1.45.1n(U /AU¢) ®)
RB2

bulunur.
AU /Uy =%0,5 i¢in yaklagik formiil olara*

8 Re RB, )
elde edilir. R belirlenmis oldugundan, Rg,
nin belirlenmesi gereklidir.

4.4.B toplayici dirend :

Deger belirlemesi i¢in gdz Oniine alinacak nok-
talar :

Temel devrede (tamamlayict elemanlar olmak-
sizin), bir I Al akimi1 T 'in toplayici potanslye-

lini degistireceginden, A, ¢ikisi ylklenemez.

Cu'in 1 tarafi Uy'de degU, Uy R() .Io potan-

siyelinde olur ki, tou durumda U ve dolayis1y-
G

lat., dedegisir. R ,D tamamlamasi ile,
' AN\

M. AN\

artik R 6nemli 6lglide yalniz basina geri
dolma stiresi t ,, 'yi belirler (Bak: B6liim 4.3.).
R

t icin kabul edilebilir siire devrenin progra-

mina, yani tetikleme darbelerinin en biiyiik ta-
kip frekansina baglidir. Genellikle R . = R¢

alinir. Bu drnekte R* = Ikjj olsun. t., esnasin-
G1 M.
da (T.acik) R* ,D., kompensasyon diyodunu
! Cl K

diisiik dirence gegirmeye yeterli bir akim sag-
lar.

(9) egitligiveRg,= 15 kfl ile ancak tr/tyr.0O,5
olur. Ayni yonde transistorlerle temel dev-
re i¢in tg /ty = 0,2'den daha kiigiik degerlere
genellikle erlsileniez. 6zellikle statik kogul-lar
bu hareket bolgesini sinirlarlar. 6rnegin R,

¢ok kii¢iik alinirsa ty esnasindaki akim
sarfi yg /Re 1 Sok artar.
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4.5. Oy zaman kondansatorii :
(1) esitliginden

(10)
bulunur.

Sayisal ornek: ty =» 10msigin, Rgy'= 15 kj} ol-
mas1 durumunda C M = 0,098751 bulunur.
Cum = O.JjuF + % 2 segilsin, 6rnegin tam degere
ayar i¢in Rp, bir dirence ve bir trim - potansi-
yometreye bdliiniir. Cok dogru hesaplamalar
(11) esitligi ile miimkiindiir.

5. ESLENIiK (KOMPLEMENTER) TRANSIS-
TOBLU TEMEL DEVRE

Bu devre (Sekil 4) temelde, aynm1 yonlii transis-
torliide oldugu gibi calisir. Temel fark transis-
torlerinin de ayni anda ile timde (bekleme siire-
si esnasinda) ve ayni anda kesimde (ty esna-
sinda) olmasindadir.

Sekil 4. Her ikisi de aym zamanda acik veya
kapali olan eslenik transistorlerle yapilan nionos-
tabli multivibratoriin temel devresi. R, zaman
belirleyen direngtir.

Faydalar :

a. CM zaman kondansatorii transistorlerin a/
¢ak direngli yayic1 -taban ve toplayici- yayict
gecitleri lizerinden ¢ok cabuk yeniden dolar.
Boylece geri dolma siiresi tg  daha kisalir.

b. Dolayisiyla 1/1000'e kadar varabilen 6nemli
olgiide kiiciik tp/tyy oranlar1 elde edilebilir.
Bu frekans boliicii olarak [1] calisma igin 6zel
likle 6nemlidir.

c. Disiik giic sarfl.

d. T, transistoru i¢in m dagilim faktori bl
yiik zaman direnci (i-akrlben 1 M”~'a kadar) du
rumunda basit devre ekleriyle [1] ¢ok biiyilik
olabilir. Boylelikle, elektrolitik kondansatorler
yerine degismezligi diizelten folye kondansator-
leriyle uzun t\; darbe siireleri gerceklestirile
bilirler.
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6. DARBE SURESININ DEGISMEZLIiGi

Darbe siiresi ty 'nin degismezligi iizerine olan
en Onemli etkenler daha dogru olan formiilden
goriilmektedir. Bu formiiliin dogrudan ¢ikartil-
masina gereksinmeden, iyi bir yaklasimla [1],

(6]

LT - "'(/\)

/0 \—U U \

BZ( M) BE D CER1 1
2 Ub
2UJ
bulunur.
Burada :

Zaman sabitesi,
'™M=("Bz+'d+'CE1) » ‘M=Ry.
Cwm

Ugf, (ty ) t=ty sonunda T,'nin taban gerilimi

UgeA0 )c=ty 'min  baslangicinda  T,'nin

'nin
taban - yayici gerilimi,

Up = Kompansasyon diyodu D 'nin iletim ge-
rilimi

UCERI toplayici - yayici artik gerilimidir. Ty
zaman sabitesindeki degisimler tamamen ty 'de
goriilmektedir. 5 t p/ty - A Ty/Twm. Tuicinde Ry ve
Cy'nin tiim degisebilirliklert vardir. Isi, nem ve
eskime etkileri gibi. Dogrulugun 6nemli oldugu
haller i¢cin metal tabaka, metal film ve tel
direncgler gereklidir. Cy; de zaman, ve frekans
tayin edici devrelerde, Ornegin LC-RC-
osilatdilerinde gozoniine alinan noktalara gore
secilmelidir. (11)'deki 2. ve 3. toplamlar U,
batarya geriliminin degisiminin Ugg, 'min [5]
ve Uckr, artik geriliminin etkilerini
gostermektedir. Dx  diyodunun  faydasi
goriilmektedir. Is1 katsayisi ancak A«UBg olarak
goriilmektedir. Boylelikle 1s1 etkisi yaklasik onda
birine kadar azaltilabilmektedir. Ayrica ¢alisma
geriliminin yavas} degisimlerinin etkisi de 10
faktori kadar kiigiilmektedir.

= Tl'm

Koruma diyodu DS'nin (Sekil 2) konmasi
durumunda bu diizeltmeler ortadan kalkmakta-
dir. Bunun Onlenmedi i¢in ikinci birek D g
diyodu konulmalidir.

7. ISLEM YUKSELTECLI MV
7. 1. Calismasi :

Sekil 5'de bu devre verilmistir. Kararli konum-
da ¢ikis gerilimi U,.  pozitif doyum veya asir1
iletim sinirindadir ve Rj- »R, i¢in V1 = YA+ -1
/(*1 + R, )" Negatif bir tetik leme  darbesi
ile ¢ikis gerilimi karsit doyum



gerilimi U, 'ye doniislir. Zaman kondansatorii
Cyubaslangigc degeri Ug (0) = Uy (D, min iletim
gerilimin) den U {°0) = U,_ 'ye yiiklenir. U, U, .
R, / ( R, -»- R, ) degerine erigince, ¢ikis gerilimi
yeniden U,, 'ya doniigiir. Cy; tekrardan Uy, "ya
dogru yiiklenir, ancak bu Ug = Uy ' de kesilir ve
boylelikle devre bu konumda (kararli) kalir.

4 =
A R3

1 “CH -

a1 .
?'_' + ™ DT t
e g¢]] —C—= +

| St —
L in=thlkijfeRe) 2
(Ry>> R1)

T

Sekil 5. Bir islem yttkselteci ile yapilan bir nw-
nostabil multivibrator.

7. 2.Darbe siiresit, :

Astabil multivibratCr ¢alismasinda [6] elde
edilmis olan genel gecerli zaman esitli§ine yan
kosullarin uygulanmasiyla elde edilir.

U(0) = Ug. UeCo0)» Ua.
ve Uo(tm) =Ua..R4/(R, + R2)
i¢in bulunan darbe siiresi formiili

o>e_*ee'"Pe-N) 3

olur. Burada zaman sabitesiTyy = R;. Cy 'dlr.
RlC:RgVeUA.»Ud lgll’l

Ity=Tp.1In2 (13)
olur.

7. 3. Geri dolma suresi:

Burada ty i¢in yapilan hesaplama yolu, degisik
yan kosullarda gegerlidir. Bunlar

veU.(tr)=Uq dlrler. Bunlarla

bulunur. (14)
Zaman sabitesi yine Tr=Ty-R;3.Cy 'dlr.
Ri=Rgv. Uy =-Upx + ve Ug«Uns Icta
te=T\.In,(1,5) olur. (15)

(13-) ve (15) esitliklerinden tr/ty 1=
0,59 oldugu goriiliir.

98

8. SAYISAL DEVRELERLE MV

Boyle bir MV [4], Bolim 3, Sekil 2\iekl temel
devre ilkelerine gore g¢alisir. Sayasal teknik
sembolleriyle Sekil 6'da goriilmektedir ve MV'e
ek olarak bazi katlar1 vardir, iki girigli teiiki-
leme devresi Gl bir VE-DEGIL. (NAND) gegi-
didir. Buna, darbeler (edge-triggered) yerine,
dogru gerilimle (threshold-triggered) kumanda
edilir. Darbe siiresi ty, 1 ve 2 girislerinden
birinde mantiksal «O»- durumu oldugu zaman
baslar (Tetikleme sinin 1,5V).

¥ Cevirici

Ri= 12

My

Tetikleyicl

¢ Sekli 6. Sayisal elemanlarla yapilan bir mono-
stabil multivibratorUn devresi.

D diyodu Ugjye U£, 'nin ty; esnasinda mantiksal «I»
durumuna geri donmeleri halinde darbe siirelerinin
bozulmasmi onler. MV, G,, G; ceviricilerinden
olusmustur. Bunlar Sekil 2'deki T,, T, anahtarlama
katlarinin karsiliklaridirlar. Geri besleme direnci
Rk =1 KQ ¢ogunlukla elemanda vardir. Cy ve Ry
sonradan baglanirlar. Bilgi formuna gore t y =
0,65 . Cy . Ry dir. Tavsiye edilen degerler :
Cy/.QQjjF ve Ry = 5-20 ktf durlar. Yik ayrimi
icin G4 ¢eviricisi baglanmistir. Buna {ilger bir
gevirici (GS5), karsit cikis isaretlerinin alinmasi
icin eklenir. Sekil 3'dekl temel devrede oldugu
gibi, burada da siire kosullan vardir. tg /t \y >
0,5 orani igin ty giris egrisinin bi¢iminden
bagimsiz olur.
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